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高压输入保护器件
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产品特性
可控制4 V至60 V范围内的电源电压

低压差反向电源保护的栅极驱动

P沟道FET的栅极驱动

浪涌限流控制

可调限流

折返限流

发生电流故障时执行自动重试或锁定

支持安全工作区(SOA)的可编程限流定时器

电源良好和故障输出

模拟欠压(UV)和过压(OV)保护

16引脚、3 mm x 3 mm LFCSP封装

16引脚QSOP

应用
工业模块

电池供电/便携式仪器仪表

概述

ADM1270是一款限流控制器，能够为模块化或电池供电系

统提供浪涌限流和过流保护。将电路板插入带电背板时，

已放完电的电源旁路电容会从背板电源总线汲取大瞬态电

流以便充电。这种瞬态电流可能会导致连接器引脚永久性

损坏，以及背板电源电压下降，进而引起系统中的其它电

路板复位。

ADM1270设计为在系统上电时通过外部P沟道场效应晶体

管(FET)控制浪涌电流。

为了保护系统免受反向极性输入电源的损害，采取了一定

措施控制额外的外部P沟道FET。该特性可防止极性接反时

的反向电流损坏负载或ADM1270。

ADM1270采用3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP和16引脚QSOP
封装。

www.analog.com/cn/ADM1270
www.analog.com/cn/ADM1270
www.analog.com/cn/ADM1270
www.analog.com/cn/ADM1270
www.analog.com/cn/ADM1270
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表1.
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件/注释

电源       
工作电压范围 VCC 4  60 V 
静态电流 ICC  360 500 µA GATE开启 

UV引脚      
输入电流 IUV  0.005 0.2 µA UV ≤ 5.5 V，TA = −40°C至+85°C 

  0.005 1 µA UV ≤ 5.5 V，TA = −40°C至+125°C 
UV阈值 UVTH 0.985 1.0 1.015  V UV下降 
UV阈值迟滞 UVHYST 55 60 65 mV 
UV毛刺滤波器 UVGF 4  7 µs 50 mV过驱 
UV传播延迟 UVPD  6 8 µs UV低电平至GATE下拉电路有效 

OV引脚      
输入电流 IOV  0.005 0.2 µA OV ≤ 5.5 V，TA = −40°C至+85°C 

  0.005 1 µA OV ≤ 5.5 V，TA = −40°C至+125°C
OV阈值 OVTH 0.985 1.0 1.015  V OV上升

OV阈值迟滞 OVHYST 25 30 35 mV 
OV毛刺滤波器 OVGF 0.5  2.0 µs 50 mV过驱 
OV传播延迟 OVPD  1.5 2.5 µs OV高电平至GATE上拉电路有效 

SENSE−      
输入电流 ISENSE− 20 40 70 µA SENSE− = 60 V 

VCAP引脚      
内部调节电压 VVCAP 3.546 3.6 3.636  V 0 µA ≤ IVCAP ≤ 1 mA，CVCAP = 1 µF 
欠压闭锁 UVLO     
上升 UVLORISE   3.4 V VCC上升 
下降 UVLOFALL 3.0   V VCC下降 
迟滞 UVLOHYST  230  mV 

ISET引脚      
输入电流 IISET  0.005 0.2 µA VISET ≤ VVCAP，TA = −40°C至+85°C 

  0.005 1 µA VISET ≤ VVCAP，TA = −40°C至+125°C 
基准电压选择阈值 VISETRSTH 2.55 2.6 2.65 V 如果VISET > VISETRSTH，则使用内部基准电压(VCLREF) 
内部基准电压源 VCLREF  2  V 精度包括在检测电压总精度中 
电流检测放大器增益 AVCSAMP  40  V/V 精度包括在检测电压总精度中 

RPFG引脚      
反向保护FET栅极驱动电压 VRPFG  0  V VCC ≤ 10 V 
反向保护FET栅极驱动电压偏移 ∆VRPFG 10 12 14 V ΔVRPFG = VCC − VRPFG，60 V ≥ VCC ≥ 14 V，IRPFG ≤ 5 µA 
RPFG下拉(开启)电流 IRPFGND 7 9 12 µA VRPFG = VCC 

GATE引脚      
GATE驱动电压 ∆VGATE 10 12 14 V ΔVGATE = VCC − VGATE，60 V ≥ VCC ≥ 14 V，IGATE ≤ 5 µA 
GATE下拉(开启)电流 IGATEDN 20 25 30 µA VGATE = VCC 
GATE上拉(关闭)电流 IGATEUP     
调整率 IGATEUP_REG −50 −65 −80 µA ΔVGATE ≥ 2 V，(VSENSE+ − VSENSE−) = 70 mV 
故障 IGATEUP_FLT −7 −13 −20 mA ΔVGATE = 2 V 
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技术规格
除非另有说明，VCC/VSENSE+ = 4 V至60 V，VSENSE = (VSENSE+ − VSENSE−) = 0 V，TA = −40°C至+125°C。
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参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件/注释

电流检测电压      
检测电压电流限值

(VSENSE+ − VSENSE−) 
VSENSECL 47 50 53 mV VISET > 2.65 V，VFLB > 1.1 V，ΔVGATE = 3 V，IGATE = 0 µA 

折返无效   62.5  mV VISET = 2.5 V，VFLB > 1.35 V，ΔVGATE = 3 V，IGATE = 0 µA 
 47 50 53 mV VISET = 2 V，VFLB > 1.1 V，ΔVGATE = 3 V，IGATE = 0 µA 
 22.5 25.0 27.5 mV VISET = 1 V，VFLB > 0.57 V，ΔVGATE = 3 V，IGATE = 0 µA 
 10.0 12.5 15.0 mV VISET = 0.5 V，VFLB > 0.3 V，ΔVGATE = 3 V，IGATE = 0 µA 

折返有效  7 10 13 mV VFLB = 0 V，ΔVGATE = 3 V，IGATE = 0 µA 
 22 25 28 mV VISET > 2 V，VFLB = 0.5 V，ΔVGATE = 3 V，IGATE = 0 µA 

断路器偏移 VCBOS 0.5 1 1.5 mV 断路器触发电压，VCB = VSENSECL − VCBOS 

严重过流      
电压阈值 VSENSEOC 90 100 110 mV VISET > 2.65 V 

 20 25 30 mV VISET = 0.5 V 
毛刺滤波器持续时间  0.4  1.6 µs 
响应时间   2.0 3.5 µs 

TIMER引脚      
TIMER上拉电流 ITIMERUP −18 −20 −22 µA 过流故障，0.2 V ≤ VTIMER ≤ 2 V 
TIMER上限 VTIMERH 1.96 2.0 2.04 V 
TIMER下限 VTIMERL 0.075 0.10 0.12 V 
TIMER下拉电流 ITIMERPD 0.85  1.15 µA Timer引脚电压 = 0.2 V 

 75  105 µA Timer引脚电压 = 0.05 V 
TIMER_OFF引脚      

上电复位上拉电流 IPOR −18 −20 −22 µA 初始上电复位，VTIMER_OFF = 1 V 
重试上拉电流 ITMROFF −0.85 −1 −1.15  µA 故障之后，GATE关闭时，VTIMER_OFF = 1 V 
TIMER_OFF上限 VTMROFFH 1.96 2.0 2.04 V 

折返(FLB引脚)      
输入电流 IFLB  0.005 0.2 µA VFLB ≤ 5.5 V，TA = −40°C至+85°C

  0.005 1 µA VFLB ≤ 5.5 V，TA = −40°C至+125°C

PWRGD反馈输入(FB_PG PIN)      
输入电流 IFBPG  0.005 0.2 µA VFB_PG ≤ 5.5 V，TA = −40°C至+85°C 

  0.005 1 µA VFB_PG ≤ 5.5 V，TA = −40°C至+125°C
PWRGD上升阈值 VPGTH 0.985 1.0 1.015  V FB_PG上升 
PWRGD阈值迟滞 PGHYST 25 30 35 mV 
电源良好毛刺滤波器 PGGF 0.5  1.5 µs 50 mV过驱 

FAULT引脚      
输出低电压 VOL_FAULT   0.1 V IFAULT = 100 µA 

   0.4 V IFAULT = 1 mA 
漏电流 IFAULT  0.005 1 µA VFAULT = 5.5 V，FAULT输出高阻态 

ENABLE引脚      
输入高电压 VIH 1.2   V 
输入低电压 VIL   0.4 V 
漏电流 IEN  0.005 1 µA VEN = 5.5 V 

PWRGD引脚      
输出低电压 VOL_PWRGD   0.1 V IPWRGD = 100 µA 

   0.4 V IPWRGD = 1 mA 
输出低电压 VOL_PWRGD   0.4 V VCC = 1.7 V，ISINK = 100 µA， 
漏电流 IPWRGD  0.005 1 µA VPWRGD = 60 V，PWRGD输出高阻态 
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绝对最大额定值
表2.
参数 额定值 
VCC/SENSE+ −0.3 V至+66 V 
VCAP −0.3 V至+6 V 
UV −0.3 V至+6 V 
OV −0.3 V至+6 V 
ISET −0.3 V至VCAP + 0.3 V 
FLB −0.3 V至+6 V 
FB_PG −0.3 V至+6 V 
TIMER_OFF −0.3 V至VCAP + 0.3 V 
TIMER −0.3 V至VCAP + 0.3 V 
FAULT −0.3 V至+6 V 
ENABLE −0.3 V至+6 V 
PWRGD −0.3 V至+66 V 
GATE −0.3 V至VCC + 0.3 V 
GATE至VCC/SENSE+ −22 V至+0.3 V 
SENSE− −0.3 V至VCC + 0.3 V 
RPFG −0.3 V至VCC + 0.3 V 
RPFG至VCC/SENSE+ −22 V至+0.3 V 
VSENSE (VSENSE+ − VSENSE−) ±0.3 V
任意引脚的连续输入电流 ±10 mA
存储温度范围 −65°C至+150°C
工作温度范围 −40°C至+125°C
引脚温度，焊接(10秒) 300°C
结温 150°C

表3. 热阻

封装类型 θJA θJC ΨJB 单位 
16引脚、3 mm x 3 mm LFCSP封装 49.5 35.2 29.6 °C/W 
16引脚 QSOP 106.03 28.31 43.22 °C/W 
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注意，等于或超出上述绝对最大额定值可能会导致产品永

久性损坏。这只是额定最值，并不能以这些条件或者在任

何其它超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下，推

断产品能否正常工作。长期在超出最大额定值条件下工作

会影响产品的可靠性。

热特性

θJA针对最差条件，即焊接在电路板上的器件为表贴封装。

 

 

ESD警告

 

ESD(静电放电)敏感器件。  
带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。

尽管本产品具有专利或专有保护电路，但在遇到高能

量ESD时，器件可能会损坏。因此，应当采取适当的

ESD防范措施，以避免器件性能下降或功能丧失。
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引脚配置和功能描述
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NOTES
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图2. 16引脚LFCSP引脚配置

表4. 16引脚LFCSP引脚功能描述

引脚编号 引脚名称 描述 
1 VCAP 内部调节电源。将一个1 µF或更大的电容放在此引脚上以保持良好的精度。

此引脚可用作设置ISET引脚电压的基准电压。 
2 ISET 限流。此引脚可以设置限流阈值。此引脚直接连接到VCAP时，设置默认限值。

要实现用户定义的检测电压，可以利用VCAP的电阻分压器调整电流限值。
也可以使用外部基准电压。 

3 UV 欠压输入引脚。电源与此引脚之间连接一个外部电阻分压器，以便内部比较器
检测电源电压是否低于UV限值。 

4 OV 过压输入引脚。电源与此引脚之间连接一个外部电阻分压器，以便内部比较器
检测电源电压是否高于OV限值。 

5 ENABLE 使能引脚。此引脚为数字逻辑输入。要使ADM1270控制器开始一个上电序列，
此输入必须为高电平。如果此引脚处于低电平，则ADM1270无法上电。
此引脚无内置上拉电阻。 

6 FAULT 故障输出。此引脚指示器件因为过流故障而关断。将此引脚直接连接到ENABLE引脚，
可以将器件配置为关断后自动重试。 

7 GND 接地引脚。 
8 TIMER 定时器引脚。一个外部电容CTIMER设置SOA过流故障延迟。

TIMER引脚上的电压超过上限时，GATE引脚关闭。 
9 TIMER_OFF 定时器关闭引脚。一个外部电容CTIMER_OFF设置初始时序周期延迟和

SOA关闭时间延迟。SOA过流故障发生后，GATE引脚关闭，直至
TIMER_OFF引脚上的电压超过阈值。 

10 FB_PG PWRGD反馈输入引脚。输出电压与此引脚之间连接一个外部电阻分压器，
以便内部比较器检测输出电压是否高于PWRGD限值。 
折返引脚。折返电阻分压器置于FET源极与此引脚之间。
当源电压下降时，折返降低电流限值。折返特性确保
通过FET的电源不会增大到SOA限值以上。 

11 FLB 

12 PWRGD 电源良好信号。此信号指示电源在容差范围内。此信号基于
FB_PG引脚上的电压。 

13 GATE 栅极输出引脚。此引脚是外部P沟道FET的栅极驱动。此引脚由
FET驱动控制器驱动，后者提供下拉电流来给FET栅极引脚充电。
FET驱动控制器通过调节GATE引脚来调节到最大负载电流。
当电源低于欠压闭锁(UVLO)阈值时，GATE关闭。 

14 SENSE− 负电流检测输入引脚。VCC/SENSE+引脚与SENSE−引脚之间的检测
电阻设置模拟电流限值。ADM1270的热插拔操作控制外部FET栅极
以维持检测电压(VSENSE+ − VSENSE−)。此引脚还连接到FET漏极引脚。 
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引脚编号 引脚名称 描述

15 VCC/SENSE+ 正电源输入引脚(VCC)。检测到低电源电压时，UVLO电路复位器件。
当电源电压低于UVLO时，GATE关闭。无时序控制要求。 
正电流检测输入引脚(SENSE+)。此引脚连接到主电源输入。
VCC/SENSE+引脚与SENSE−引脚之间的检测电阻设置模拟电流限值。
ADM1270的热插拔操作控制外部FET栅极以维持检测电压(VSENSE+ − VSENSE−)。 

16 RPFG 反向保护FET栅极驱动器输出。此引脚连接到外部反向极性保护P沟道FET的栅极，
以便实现低压降操作。 

N/A1 EP 裸露焊盘。裸露焊盘位于LFCSP封装的底部。应将裸露焊盘焊接到印刷电路板(PCB)以改善散热。
裸露焊盘可连接到地。 

1 N/A = 不适用。
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图3. 16引脚QSOP引脚配置

表5. 16引脚QSOP引脚功能描述

引脚编号 引脚名称 描述

1 VCC/SENSE+ 正电源输入引脚(VCC)。检测到低电源电压时，UVLO电路复位器件。
当电源电压低于UVLO时，GATE关闭。无时序控制要求。 
正电流检测输入引脚(SENSE+)。此引脚连接到主电源输入。
VCC/SENSE+引脚与SENSE−引脚之间的检测电阻设置模拟电流限值。
ADM1270的热插拔操作控制外部FET栅极以维持检测电压(VSENSE+ − VSENSE−)。 

2 RPFG 反向保护FET栅极驱动器输出。此引脚连接到外部反向极性保护P沟道FET的栅极，
以便实现低压降操作。 

3 VCAP 内部调节电源。将一个1 µF或更大的电容放在此引脚上以保持良好的精度。
此引脚可用作设置ISET引脚电压的基准电压。 

4 ISET 限流。此引脚可以设置限流阈值。此引脚直接连接到VCAP时，设置默认限值。
要实现用户定义的检测电压，可以利用VCAP的电阻分压器调整电流限值。
也可以使用外部基准电压。 

5 UV 欠压输入引脚。电源与此引脚之间连接一个外部电阻分压器，
以便内部比较器检测电源电压是否低于UV限值。 

6 OV 过压输入引脚。电源与此引脚之间连接一个外部电阻分压器，
以便内部比较器检测电源电压是否高于OV限值。 

7 ENABLE 使能引脚。此引脚为数字逻辑输入。要使ADM1270控制器开始一个上电序列，
此输入必须为高电平。如果此引脚处于低电平，则ADM1270无法上电。
此引脚无内置上拉电阻。 

8 FAULT 故障输出。此引脚指示器件因为过流故障而关断。将此引脚直接连接到ENABLE引脚，
可以将器件配置为关断后自动重试。 

9 GND 接地引脚。 
10 TIMER 定时器引脚。一个外部电容CTIMER设置SOA过流故障延迟。

TIMER引脚上的电压超过上限时，GATE引脚关闭。 
11 TIMER_OFF 定时器关闭引脚。一个外部电容CTIMER_OFF设置初始时序周期延迟

和SOA关闭时间延迟。SOA过流故障发生后，GATE引脚关闭，
直至TIMER_OFF引脚上的电压超过阈值。 

12 FB_PG PWRGD反馈输入引脚。输出电压与此引脚之间连接一个外部电阻分压器，
以便内部比较器检测输出电压是否高于PWRGD限值。 

13 FLB 折返引脚。折返电阻分压器置于FET源极与此引脚之间。
当源电压下降时，折返降低电流限值。折返特性确保
通过FET的电源不会增大到SOA限值以上。 

14 PWRGD 电源良好信号。此信号指示电源在容差范围内。
此信号基于FB_PG引脚上的电压。 

15 GATE 栅极输出引脚。此引脚是外部P沟道FET的栅极驱动。此引脚由FET驱动控制器驱动，
后者提供下拉电流来给FET栅极引脚充电。FET驱动控制器通过调节GATE引脚来调节
到最大负载电流。当电源电压低于UVLO时，GATE关闭。 

16 SENSE− 负电流检测输入引脚。VCC/SENSE+引脚与SENSE−引脚之间的检测电阻设置模拟电流限值。
ADM1270的热插拔操作控制外部FET栅极以维持检测电压(VSENSE+ − VSENSE−)。
此引脚还连接到FET漏极引脚。 
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典型性能参数
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图4. 不同负载下VVCAP与结温(TJ)的关系
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图5. VVCAP与负载电流(ILOAD)的关系
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图6. 不同负载下VVCAP与输入电压(VIN)的关系
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图7. 不同负载下电源电流(ICC)与结温(TJ)的关系
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图8. 电源电流(ICC)与负载电流(ILOAD)的关系
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图9. 电源电流(ICC)与电源电压(VCC)的关系，差分负载
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图10. 不同输入电压下VVCAP过流(OC)阈值

与温度的关系
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图11. 不同输入电压下GATE电压(VGATE)与温度的关系
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图12. 不同输入电压下RPFG电压(VRPFG)与温度的关系
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图13. 不同输入电压下RPFG下拉电流(IRPFGND)
与温度的关系
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图14. 不同输入电压下电流检测电压与ISET
电压(VISET)的关系
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图15. 基准选择阈值电压(VISETRSTH)与温度的关系，
VIN = 4 V
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图16. 不同温度下基准选择阈值电压(VISETRSTH)
与ISET电压(VISET)的关系
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图17. 不同输入电压下定时器电流与温度的关系
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图18. 不同输入电压下定时器关闭电流(ITMROFF)
与温度的关系
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图19. 不同温度下POR定时器关闭电流(IPOR)
与输入电压(VIN)的关系
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图20. 不同输入电压下POR定时器关闭电流(IPOR)
与温度的关系
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图21. VGATE与OV输入电压的关系
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图22. UV阈值电压与温度的关系
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图23. OV阈值与温度的关系
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图24. 不同输入电压下电源良好上升阈值
与温度的关系
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图25. 不同输入电压下电源良好下降阈值
与温度的关系
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图26. 不同输入电压下严重过流(OC)阈值
与温度的关系
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图27. 不同温度下检测电压(VSENSE)与FLB的关系
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图28. 不同温度下检测电压(VSENSE)
与ISET电压(VISET)的关系
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图29. 不同检测电压(VSENSE)下OC输入电流与温度的关系
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图30. 不同温度下OC输入电流与检测电压(VSENSE)的关系
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图31. 不同输入电压下OC TIMER阈值
与温度的关系
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图32. 不同输入电压下OC TIMER_OFF阈值
与温度的关系
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典型应用电路
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图33. 典型应用电路
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图34. 简化功能框图

Rev. 0 | Page 15 of 21 

工作原理
将电路板插入带电背板时，已放完电的电源旁路电容会从

背板电源总线汲取大瞬态电流以便充电。这种瞬态电流可

能会导致连接器引脚永久性损坏，以及背板电源电压下

降，进而引起系统中的其它电路板复位。

ADM1270设计用于控制系统上电时的浪涌电流，通过防止

过大电流输入电路板来支持其安全插入带电背板。

ADM1270是一款限流控制器，能够为模块化或电池供电系

统提供浪涌限流和过流保护。电源路径内检测电阻两端的

电压利用电流检测放大器，通过VCC/SENSE+引脚和

SENSE-引脚测量。默认限值设置为50 mV，如果需要，可通

过VCAP引脚至ISET引脚的电阻分压器网络对该限值进行

调整。

ADM1270通过GATE引脚控制电源路径内外部P沟道FET的
栅极电压，从而限制流经检测电阻的电流，检测电压(因而

负载电流)维持在预设最大值以下。ADM1270通过限制FET
保持开启(电流处于最大值时)的时间来保护外部FET，该

限流时间通过选择连接至TIMER引脚和TIMER_OFF引脚

的电容来设置。此限流时间有助于让FET处于SOA内。

除定时器功能外，还有一个折返引脚(FLB)用于提供附加

FET保护。电流限值由FLB引脚电压线性降低，当漏源电

压(VDS)压降较大时，器件使用的实际电流限值较低，这同

样有助于确保FET处于SOA内。

最小电压箝位保证即使FLB电压为0 V，电流也不会降至0，
不然的话，器件将无法上电。

ADM1270提供OV和UV保护，其阈值通过UV和OV引脚上

的外部电阻分压器设置。

PWRGD信号可用于指示输出电源是否大于利用FB_PG引

脚上的外部电阻分压器设置的电压。

为了保护系统免受反向极性输入电源的损害，采取了一定

措施来利用PRFG引脚控制附加的外部P沟道FET。此特性

使得低导通电阻、低压降FET可代替二极管来执行相同的

功能，从而降低功率损耗并提高总体效率。反向电压保护

FET防止负输入电压损坏负载或ADM1270。
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图35. 热插拔电流检测放大器
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图36. 限流基准电压选择
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图37. 折返(FLB)和ISET电流限值的相互作用
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为ADM1270供电

需要4 V至60 V的电源电压通过VCC/SENSE+引脚为ADM1270
供电。VCC/SENSE+引脚为器件提供大部分偏置电流，其

余电流由SENSE−引脚提供，用于控制栅极驱动和以最佳

方式调节栅源(VGS)电压。

电流检测输入

负载电流通过测量外部电流检测电阻RSENSE上的压降来监控

(见图35)。对于RSENSE上检测到的压降，内部电流检测放大器

提供40倍的增益。得到的结果与内部基准电压相比较，然

后热插拔控制逻辑根据比较结果判断是否发生过流状况。

限流基准电压

限流基准电压决定过流事件期间，ADM1270将电流限制在

多大的负载电流。此基准电压与经过放大的电流检测电压

进行比较，以判断是否达到限流阈值。

内部限流基准电压选择器模块连续比较ISET和FLB电压，

以判断任意给定时间哪个电压最低；最低电压将被用作限

流基准电压。这可以确保正常工作期间使用编程设置的电

流限值ISET，折返特性则可以在启动和/或故障状况下降低

电流限值。

FLB电压因工作模式不同而异，为防止电流限值过低而导

致无电流流动，其箝位最小值为200 mV。图37举例说明了

启动期间，当ADM1270开启FET并给负载电容充电时，

FLB和ISET电压如何相互作用。转换点视折返特性的配置

而定，以确保FET在正确的限值以内工作。

设置电流限值(ISET)
最大电流限值部分地由以下方式决定：针对所需的负载电

流，选择一个检测电阻以匹配控制器上的电流检测电压限

值。然而，对于给定电流检测电压，当电流变得较大时，需

要的检测电阻值会变小。由于低值电阻的选择有限，可能

难以选择适当的电流检测电阻。ADM1270提供可调电流检

测电压限值来处理这一问题。此器件允许用户在12.5 mV至

62.5 mV范围设置所需的电流检测电压限值。
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图39. 可调12.5 mV到62.5 mV电流检测限值
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将ISET引脚直接连接到VCAP引脚，可以实现默认值50 mV。
这种电路配置中，器件使用2 V内部基准电压，导致检测输

入端为50 mV(见图38)。

要设置12.5 mV到62.5 mV的检测电压，应使用一个外部电

阻分压器来设置ISET引脚上的基准电压(见图39)。

VCAP引脚有一个内部产生的3.6 V电压，可用来设置ISET引
脚上的电压。假设VISET等于ISET引脚上的电压，则应选择

适当的电阻分压器值来设置ISET电压，如下所示：

 VISET = VSENSE × 50

其中，VSENSE为电流检测电压限值。

VCAP供电轨也可以用作上拉电源来设置其它引脚。为保证

VCAP满足精度规格，请勿在VCAP引脚上施加大于100 µA
的负载。

折返

折返是一种随着FET上的压降增加而主动降低电流限值的

方法，这种技术使得FET的功耗在上电、过流或短路期间

保持最小。此外，它还减少了为适应最差状况而选择较大

FET的需要，从而节省电路板尺寸和成本。

假设电源电压保持恒定且在容差范围内，ADM1270通过电

阻分压器感测输出电压，从而检测FET上的压降。因此，

该器件依赖这样一个原则：FET的漏极处于最大预期电源

电压，输出电压的幅度与FET的VDS幅度相关。利用输出电

压与FLB引脚之间的电阻分压器，可以导出VOUT(因而VDS)
与VFLB的关系。

当VOUT降至目标电平以下时，电阻分压器的输出电压应等

于VISET/2。此电压必须远低于供电轨的工作容差。当VOUT

继续下降时，限流基准电压变为VFLB，因为它现在是限流

基准电压选择器模块的最低输入电压，这导致电流限值降

低，因而调节后的负载电流也会降低。为防止电流降为

0，当VFLB达到200 mV时，就会激活电压箝位。电流限值无

法降到此电平以下。

为了确保不违反特定FET的SOA特性，此箝位的最低电流因

设计而异。但是，限流基准电压将此箝位固定在200 mV，

相当于检测电阻上的10 mV。因此，可以调整主ISET电压，

以使此箝位与所需的电流降幅百分比一致。例如，如果VISET

等于1.6 V，则箝位可设置为最大电流的25%。

TIMER
TIMER引脚利用一个外部电容CTIMER处理定时功能。TIMER
引脚比较器的两个阈值分别为VTIMERL (0.1 V)和VTIMERH (2.0 V)。
还有两个定时电流源：一个20 µA上拉电流和一个1 µA下拉

电流。

这些电流和电压电平与用户选择的CTIMER值一起决定故障

限流时间和热插拔重试占空比的开启时间。TIMER引脚电

容值通过如下公式确定：

 CTIMER = (tON × 20 µA)/VTIMERH

其中： 
tON为允许FET在电流限值进行调节的时间。 
VTIMERH为TIMER上限。

FET的选择取决于此时间与FET SOA特性的匹配情况。也可

以使用折返来简化选择过程。
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当检测电阻上的电压达到断路器跳变电压VCB时，20 μA 
TIMER上拉电流激活。ADM1270开始在电流限值调节负载

电流，启动TIMER引脚上的上升电压斜坡，如果检测电压

在TIMER引脚达到VTIMERH之前降至此断路器跳变电压以

下，则20 µA上拉电流禁用，1 µA下拉电流使能。如果TIMER
引脚电压降至VTIMERL以下，TIMER引脚将利用其上的强下

拉电流放电至GND。

然而，如果过流状况持续，检测电压仍然高于断路器跳变

电压，则20 µA上拉电流保持有效，FET持续进行调节。这

种状况允许TIMER引脚达到VTIMERH并启动GATE关断，

FAULT引脚被立即拉低。

断路器跳变电压不同于热插拔检测电压电流限值。断路器

有一个很小的偏移VCBOS，它导致定时器在电流达到规定的

电流限值之前不久启动。

在闩锁模式下，当TIMER引脚达到VTIMERH阈值时，其放电

至GND。TIMER_OFF引脚开始充电。在TIMER_OFF引脚

斜坡上升期间，热插拔控制器保持关闭，无法开启，FAULT
引脚保持低电平。当TIMER_OFF引脚电压超过VTMROFFH阈

值时，通过将ENABLE引脚从高电平切换到低电平，再切

换到高电平，可以重新使能热插拔控制器。

TIMER_OFF
TIMER_OFF引脚利用一个外部电容CTIMER_OFF处理两项定时功

能。TIMER_OFF引脚比较器有一个阈值在VTMROFFH (2.0 V)。
还有两个定时电流源：20 µA上拉电流和1 µA下拉电流。

这些电流和电压电平与用户选择的CTIMER_OFF值一起决定初

始上电复位时间，并设置故障限流关闭时间。

当VCC连接到输入电源时，ADM1270的内部电源(VCAP)
必须充电。VCAP的启动和建立时间非常短。当VCAP超过

UVLO阈值电压时，器件退出复位。在该第一个短暂复位

期间，GATE和TIMER引脚均保持低电平。

然后，ADM1270进入初始定时周期。TIMER_OFF引脚被

20 µA电流源拉高。当TIMER_OFF引脚达到VTMROFFH阈值

(2.0 V)时，初始定时周期完成。此初始上电复位时间由下

式确定：

 tINITIAL = VTMROFFH × (CTIMER_OFF/20 µA)

例如，100 nF电容产生大约10 ms的延迟。初始定时周期结

束时，如果UV和OV输入指示VCC在规定的工作窗口内，

则器件就可以开始热插拔操作。

完成此初始上电复位周期后，TIMER_OFF引脚便可开始执

行第二项功能。当TIMER引脚电压超过故障限流时间阈值

电压VTIMERH (2.0 V)时，TIMER_OFF上的1 µA上拉电流激活，

CTIMER_OFF开始充电，启动TIMER_OFF引脚上的电压斜坡。

当TIMER_OFF引脚达到VTMROFFH时，TIMER_OFF故障限流

关闭时间完成。

故障限流关闭时间通过以下公式确定：

 tTIMER_OFF = VTMROFFH × (CTIMER_OFF/1 µA)

例如，100 nF电容对应的关闭时间约为200 ms——从TIMER
超过VTIMERH起到TIMER_OFF达到VTMROFFH止。

热插拔重试占空比

发生过流故障后，ADM1270关闭FET，并利用TIMER_OFF
引脚上的电容产生一个延迟，然后自动重试热插拔操作。

要将ADM1270配置为自动重试模式，请把FAULT引脚连接

到ENABLE引脚。注意，VCAP的上拉电阻需要连接到

FAULT引脚，

发生过流故障时，TIMER引脚上的电容通过20 µA上拉电流

源充电。当TIMER引脚达到VTIMERH (2.0 V)时，GATE引脚被

拉高，关闭FET。当FAULT引脚连接到ENABLE引脚以使能

自动重试模式时，TIMER_OFF引脚开始通过1 µA电流源充

电。当TIMER_OFF引脚达到VTMROFFH (2.0 V)时，ADM1270会
自动重新启动热插拔操作。 

自动重试占空比由1 µA/20 µA之比和CTIMER/CTIMER_OFF之比设

置。重试占空比通过下式设置：

 Duty_Cycle = (CTIMER × 1 µA)/( CTIMER_OFF × 20 µA)

CTIMER和CTIMER_OFF电容的值决定此周期的开启和关

闭时间，计算如下：

 tON = VTIMERH × (CTIMER/20 µA)

 tOFF = VTMROFFH × (CTIMER_OFF/1 µA)

TIMER引脚上的100 nF电容产生10 ms的开启时间。TIMER_
OFF引脚上的100 nF电容产生200 ms的关闭时间。器件以此

方式连续重试下去，但可以利用如下方法手动禁用：使

ENABLE引脚保持低电平，或者断开FAULT引脚。为防止

FET中产生热应力，可以使用TIMER_OFF引脚上的电容将

重试时间延长到所需水平。
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栅极和RPFG箝位

驱动GATE和RPFG引脚的电路被箝位在比VCC/SENSE+引脚

低14 V以下。这些箝位确保外部FET不超过VGS最大额定值。

反向保护FET栅极引脚(RPFG)驱动外部PMOSFET的栅极。

此PMOSFET Q2为ADM1270和所供电的系统提供反向极性

保护。如果VCC和GND引脚反向连接(即电源实际上施加

于GND)，则VCC相对于系统地为负值。这种情况下，Q2
防止电流反向流动，因为Q2的栅极保持在GND，Q2关
闭。VOUT未被拉低到GND以下，系统不受极性反接影响。

在电源施加于VCC的典型情况下，栅极仍被拉低，使得

FET Q2可以开启，从而正向传导电流。这样使用Q2与利用

二极管实现反向极性保护相比，可提供低导通电阻、低压

降，使系统效率更高，工作裕量更大。图33显示了正常工

作时Q2和RPFG的连接。

对严重过流的快速响应

ADM1270具有一个独立的高带宽电流检测放大器，用于检

测短路造成的严重过流。ADM1270的快速响应能力使它能

够处理此类事件，避免因检测和处理不及时而引起灾难性

破坏。快速响应电路确保ADM1270能检测到大约为正常电

流限值200%的过流事件，并在大约2 μs内控制电流。

欠压和过压

ADM1270监控电源电压是否发生UV和OV状况。UV和OV引

脚连接到电压比较器输入端，与内部1 V基准电压相比较。

图40显示了电压监控输入连接。外部电阻分压器对电源电

压进行分压以便监控。当连接到UV引脚的电压降至1 V以

下时，即检测到欠压事件，FET利用10 mA上拉电流关闭。

类似地，当发生过压事件，OV引脚上的电压超过1 V时，

FET也会利用10 mA上拉电流关闭。

ENABLE输入

ADM1270具有一个专用ENABLE数字输入引脚。ENABLE
引脚可以通过硬件信号使ADM1270保持关断，即使UV引

脚上的电压超过1.0 V且OV引脚上的电压低于1.0 V也是如

此。虽然UV引脚可用来提供数字使能信号，但将ENABLE
引脚用于此目的时，UV引脚便能监控欠压状况。

为使器件开始上电序列，除了要满足UV和OV引脚的条件

以外，ADM1270 ENABLE输入引脚必须为高电平。

直接使用UV引脚可以实现类似的功能。或者，如果仍然

需要UV分频器功能，可使用图41所示的配置。

二极管D1防止外部驱动器上拉电阻影响UV阈值。二极管

D1选择标准如下：

 (VF × D1) + (VOL × EN) << 1.0 V (IF = VIN/R1)

确保EN吸电流不超过VOL额定值。如果开漏器件无上拉，

则不需要二极管。
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电源良好

电源良好(PWRGD)输出可用于指示输出电压是否超过用户

定义的阈值，如果超过，则可以认为电源良好。PWRGD
输出由连接到FB_PG引脚的电阻分压器设置(见图42)。

当FB_PG引脚的电压超过1 V阈值时(表示输出电压已上升)，
开漏下拉电流禁用，使得PWRGD可以变为高电平。PWRGD
引脚为开漏输出，当FB_PG引脚的电压低于1 V阈值减迟滞

时(电源不良)，它变为低电平。FB_PG引脚的迟滞为固定

值30 mV。当VCC ≥ 1.7 V时，PWRGD保证处于有效状态。

电源良好阈值通过下式计算：

 VPWRGD = 1 V × (1 + RPG1/RPG2)

其中： 
RPG1为VOUT至FB_PG的电阻。 
RPG2为FB_PG至GND的电阻。
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图44. 16引脚紧缩小型封装[QSOP]
(RQ-16)

图示尺寸单位：inch(和mm)

订购指南
型号1 温度范围 封装描述 封装选项 标识码

ADM1270ACPZ-R2 −40°C至+125°C 16引脚引线框芯片级封装[LFCSP_WQ]
16引脚引线框芯片级封装[LFCSP_WQ]
16引脚紧缩小型封装[QSOP]
16引脚紧缩小型封装[QSOP]

CP-16-27 LNQ 
ADM1270ACPZ-R7 −40°C至+125°C CP-16-27 LNQ 
ADM1270ARQZ −40°C至+125°C RQ-16
ADM1270ARQZ-R7 −40°C至+125°C RQ-16
ADM1270CP-EVALZ 16引脚 LFCSP_WQ评估板

ADM1270RQ-EVALZ 16引脚 QSOP评估板

1 Z = 符合RoHS标准的兼容器件。
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